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BRY 56

PROGRAMMTERBARER
UNIJUNCTION-TRANSISTOR (PUT) A K
in Siliziwm-Planar-Technik G
Hiéchstzulissige Spannung Steueranschlul - Katode Uﬂ = m v
Hichstzulissige Spannung Steuneranschlufl = Anode UGA = 0 v
Hichstzulissiger Anodenstrom, Mittelwert IA AV = 175 mA
Hichstzulissiger Anodenstrom, Spitzenwert IA N = 2,5 A
Hichstzulissige Gesamtverlustleistung Pt-nt. = 300 mW
BRY 56 A BRY 56 B BRY 56 C
Hickerstrom
bei III's = 10 V, I.G = 10 k@ IP = < 0,22 0,18-1,1 0,9-5,0 P
Talstrom 5
bei Us = 10 V, EE = 10 k@ I,.,. = 2 10 50 A

ABMESSTUNGEN in mm
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BRY 56

SPANNINGS-, STROM- und LEISTUNGS-GRENZIWERTE

Hichstzullissige Spannung Steueranschlul - Eatode: “ax = 0 v
Hichstzullissige Spannung Steuveranschlul - Anode: ﬂﬁ& = T0 V
Hichstzuldssiger Anodenstrom, Mittelwert: I‘ Ay = 176 mA
Hichstzulissiger Anodenstrom,
Spitzenwert bei tp = 10 ps, ?f = 0,01z 11 M = 2,5 A
Hichstzulissiger Stromanstieg auf I, = 2,5 A dI*fdt = 20 Afus
Hiéchstzulissiger Ubherlastungs-StromsteB, t = 10 pa: IA 'S 3,0 A
Héchstzulissige Gesamtverlustleistung bei &u s 75°Cs Ptnt = 300 mW
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
Hichstzulissige Sperrschichttemperatur: lJ = 150 °c
Lagerungstemperaturbereich: Is = —65...4150°¢C
Wirmewiderstand zwischen Sperrschiéht und Umgebung: nth v 2 0,25 K/mW
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BRY 56

Kennverte: bei 8 = 25°C BRY 56 A BRY 56 B BRY 56 C

Hiéckerstrom

bei US = 10 Vv, RG = 10 kQ: lP = < 220 180=1100 900=5000 mnA
Talstrom 5
bei US =10 Vv, HE = 10 kii: I1|IF = ‘2 1? 50 A
Hiéckerstrom <
1 = = = A
bei IJS = 10 V, Hu 100 kQ: IP 2 1!
Talstrom 5
bei l.’S = 10 V, RG = 100 k2: ]:1IIr &= B pA
Murchlafspannung ¢
i - £ = 1 v
bei I"L 100 mA: U.I.E o4
Reststirom
Steueransc hluf=Anode <
bei [.5 = 70 ¥, IK = 0z Iﬁl 0= 10 oA
Reststirom
Steuveranschlub=-Katode ¢
bei LE = T0 V,; Unﬁ = 0: IGH g = 100 nA
Offsetspannung: UT = ]_TP - UE
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Der Widerstand Hy ist dem MelBbereich des Voltmeters anzupassen.
Bei der Messung von Ip ist der Transistor BCY 71 zu entfernen.
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